Problemas do tema 6 C.E.A.

Amplificacion e acoplo de etapas

1.

Temos un amplificador de ganacia en tension 20dB, impedancia de
entrada 50Q e impedancia de saida 1kQ. Supofiendo que € alimentado
por una fonte ideal (impedancia interna 0Q.), cal serd a relacién entre a
tension na carga (Vo) e na entrada (Vs) para resistencias de carga (R.) de
valores 10kQ, 1kQ e 500Q? Sol: 9,1; 5; 3,33

. Supofiamos agora, para o0 mesmo amplificador do problema anterior que

sen carga na saida alimentdmolo con fontes de resistencia interna 1Q,
50Q e 450Q. Cal sera a relaciéon entre a tension na carga (V.) e na
entrada (Vs)? Sol: 9,8; 5; 1

. Un amplificador de ganacia en tension 100dB, impedancia de entrada

100Q e impedancia de saida 1kQ é alimentado por una fonte con
impedancia interna 50Q. Cal ser& a relacion entre a tension na carga (V.)
e no xerador & entrada (Vs) para unha resistencia de carga R. de 2kQ?
Exprésaa tamén en dB. Sol: 44.444,44; 92,95dB

. Un amplificador de ganacia en tensién 60dB, impedancia de entrada 1kQ

e impedancia de saida 200Q é alimentado por una fonte con impedancia
interna 200Q. Cal sera a relacién entre a tensiéon na carga (VL) e no
xerador & entrada (Vs) para unha resistencia de carga R. de 300Q?
Exprésaa tamén en dB. Sol: 500; 51dB

. Conectamos duas etapas amplificadoras coas seguintes caracteristicas:

Gvi=20dB, Zi=1kQ, Z,=500Q, G.,=60dB, Z,=300Q e Zy»=500Q. Cales
seran as caracteristicas da etapa amplificadora resultante? Sol:
G,=71,5dB=3.758; Z=1kQ; Z,=500Q

. Acoplamos duas etapas amplificadoras coas seguintes caracteristicas:

GV1:20dB, Zi1=10kQ, 201=GOOQ, GV2:20dB, ZiQZBOQ e Zozzle. Cales
seran as caracteristicas da etapa amplificadora resultante? Sol:
A=13,6dB=4,76; Zi=10kQ; Z,=1kQ

. Conectamos en cascada duas etapas amplificadoras coas seguintes

caracteristicas: G\1=40dB, Z;=100Q, Z,=50Q, G.,=10dB, Z,=600Q e
Zy,=50Q. Cales seran as caracteristicas da etapa amplificadora
resultante? Sol: Gv=49,3dB=292; Zi=100Q; Zo=50Q
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8. Conectamos en cascada tres etapas amplificadoras coas seguintes
caracteristicas: G\1=3dB, Zi=10kQ, Z»n=600Q, G.,=100dB, Z;=4kQ,
Z,,=300Q, G\s=4dB, Zi=6kQ e Zy3=20Q. Cales seran as caracteristicas da

etapa amplificadora resultante? Sol: G,=105,4dB=185401; Z=10kQ;
Z,=20Q

Recta de carga e punto de traballo en bipolares

9. Determinar o punto Q e a recta de carga no seguinte circuito. Vge = 0,7 V
e hFE = 100. Sol. IB = 48,2 p.A, |c = 4,82 mA, VCE = 10,36 V.

VCC =20V

10. Determinar o punto Q e a recta de carga no seguinte circuito. Vge =
0,65V e hee = 200. Sol. lg = 13,75 PA; lc =2,75 mA; Vce =5,05 V.

VCC =10V

Rp=680k < SRc=18k

>

—
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11. Determinar o punto Q e Vge N0 seguinte circuito. Vge = -0,75 V, hee = 100.
Sol. Ig = 22,5 U.A, lc=2,25mA; Vce =-2,25 V.

0

Rp=167k 3 ZRc=1k

O VCC :4,5V

12. Determinar, no seguinte circuito, o valor do punto Q sabendo que o
trasistor esta en activa con Vge = 0,7 V, hege = 50.
Sol. Is = 46,5 PA; Ic =2,325 mA; Vce = 5,35 V.

VCC =10V
o

3 Re=2k

RB =100 k
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13. Determinar o punto Q e a recta de carga no seguinte circuito. Vge = 0,6
V, hee = 50. Sol. I =61 |J.A, lc = 3,05 MA; Vce = 8,18 V.

VCC =18V

R; =33k 3 S Rc=22k

R2=10k RE:]_k

14. Determinar o punto Q e a recta de carga no seguinte circuito, para un
transistor de Xermanio. Vge = 0,2 V, hee = 50. Sol. Ig = 76,3 pA; Ic =
3,815mA; Ve = 11,98 V.

Ry =5k 3 Rg = 100
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15. Determinar o punto Q e a recta de carga no seguinte circuito. Vge = 0,7
V, hee = 99. Sol. Ig = 9,89 HA, Ic = 0,979 MA; Vce =4 V.

VCC:9V

R =68k 3 2 Rc=36k
|

R, =22k % Rg=1,5k

16. Determinar o punto Q no seguinte circuito. hee = 44 e Vge = -0,7 V. Sol. Ig
=14 pA; 1c=0,62 mA; Vce =-3,4 V.

VCC =45V

Ry =27k % SRc=15k
—

R; = 7k2 § TRE:WO
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Configuracions compostas

17. Para o seguinte circuito calcular Vg, Ve € Ie. Sol: 9,66V; 8,06V; 15,8mA

+16 V
o
2.4 MQ
0.1 pF \
Vi o—) 0, (Bp = 6000)
Vap=16V
2
e e L
<+
S 20 uF

iSIUQ

18. Calcular as tensions e correntes nos terminais do par Darlington da
figura da dereita supofiendo Ic=le. Sol: 2,56pA; 20,48mA; 9,6V; 8V.

+18V

Bp = 8000
Vee =16V

3900

19. Para o circuito da figura de debaixo seguinte circuito calcular Vgi, Vc. €
lc. Sol: 4,88V; 5,58V; 104,2mA

+16 V

;l(}(}ﬂ
<

B

By =160
B2 =200

Vi _) 0,

2
1.5 MQ
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20. Para o circuito da figura de debaixo calcular Vg, Vo € lc. Sol: 8,85V,
9,55V; 112, 7mA.

Transistores de efecto campo (FET)
21. No seguinte circuito as caracteristicas do transistor FET de canle N

(2N4869) son: lpss = 4 mA e Vp = -4 V. Calcular a tension drenador-
surtidor Vps. Sol: Vps = 8,75V
|D¢

Rp=5kQ g

— Vpp =20V

Vs
VGS =1V

-

22. No seguinte circuito as caracteristicas do transistor FET de canle P son:
loss =-7.5 mA e Vp = 5 V. ¢ Cal debe ser a tension aplicada a porta (Ves)

para que a tension drenador-fonte Vps sexa -15 V?. Sol: Ves= 1,11V.

Rp =33kas

T

E—— VDD =30V

Vs
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23. No seguinte circuito calcular Ip, Ves, Vos € Vp. Datos: lpss=6mA, Vp=-6V.
Sol: Ib=1,73mA, Vp=8,19V e Vgs = -2,77V.

VDD=1 2V
Rob
2k2Q Vour
Vi Ci Cour
Ra Rs
TMQ 1k6Q2

24. Nos seguinte circuito calcular Ip, Vs, Vps € Vb.
Sol = 3,31mA, Ves =-1,49V e Vp=12,7V.

— 020V
22kQ
910kQ
*JDO
Ve Vp=-35V
110kQ
1.1kQ
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25. No seguinte circuito as caracteristicas do transistor MOSFET de
empobrecimento canle N son: Vgsorr = -8V € Ipss = 8 mA. Calcular Ip, Vas €
Vp. Sol: Ip=1,7mA, Ves =-4,3V e Vp=9,46V.

VDD =20V

s

e 2 Rs

26. No seguinte circuito as caracteristicas do transistor MOSFET de
enriquecimento canle N son: Vr = 5V e lpson) = 3 MA para Veson = 10V.
Calcular Ip, Ves € Vps. Sol: Ip=6,7mA, Ves = 12,5V e Vps= 14,4V.

VDD =40V
R4 Rop
22MQ § 3kQ
—
—
—
R Re
18MQ 8200
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27. Nos seguintes circuitos calcular lp, Vgs, Vos € Vp.

14V 18 W

1.2 kQ g 1.2 k02

§ 1 MQ 0.43 k02 0.39 k()
- 4V
Sol esquerda: Ip= 2,87mA, Ves = -1,23V e Vps= 9,32V.
Sol dereita: Io= 9mA, Vgs = 0,49V e Vps= 7,68V.
28. Nos seguintes circuitos calcular Ip, Vas, Vos € Vp.
24V
2V ’—_i—*:
i due § 22k0
10 MQ *
4' e Vosm =3V
- vm-.:"\'r Jﬂmnsm
]H.I:l : vm,=71ur Fm”_}:l!\"
¢ o) =3mA
+ -
I'l'.*-\.l‘l .
0.75kQ

Sol. esquerda: Ves = Vos= 8,17V e Ip= 8,09mA.
Sol. dereita: Ip=4,97mA, Ves = 5,99V e Vps= 9,35V.



